
 SDH2136 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 版本号：0.7 
http: //www.silan.com.cn 共 13 页   第 1 页 

 

三相半桥驱动电路 

描述 

SDH2136是用作N型功率MOSFET和IGBT等高压、高速功率器件的

三相栅极驱动电路，主要包含三个独立的半桥驱动电路。内置死区时间，

可确保功率管上下桥臂不会同时导通。内置输入信号滤波，防止噪声干

扰。提供外部使能控制可同时关断六通道输出。此外，它还具有欠压保

护和过流保护功能，出现异常时立即关断六通道输出。 

主要特点 

 高侧浮动偏移电压 600V 
 输出电流+0.22A/-0.35A 
 输入逻辑兼容 3.3V/5V 
 死区时间控制 
 欠压保护（UVLO） 
 过流保护关断六通道输出 
 使能控制 
 输入输出反相 
 集成三个独立的半桥驱动器 
 dV/dt 误动作防止功能。 

 

 

应用 

 三相电机驱动 
 开关电源 
 空调、冰箱、洗衣机等家电 

产品规格分类  

产品名称 封 装 形 式 打印名称 材料 包装 

SDH2136 SOP-28-375-1.27 SDH2136 无卤 料管 

SDH2136TR SOP-28-375-1.27 SDH2136 无卤 编带 
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内部框图 
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极限参数（除非特别注明，否则 Tamb =25°C，所有电压均以 COM 为参考点。） 

参     数 符号 参 数 范 围 单 位 

高侧浮动绝对电压 VB -0.3～625 V 

高侧浮动偏移电压 VS VB1,2,3-25～VB1,2,3+0.3 V 

高侧输出电压 VHO VS1,2,3-0.3～VB1,2,3+0.3 V 

低侧供电电压 VCC -0.3～25 V 

逻辑地 VSS VCC-25～VCC+0.3 V 

低侧输出电压 VLO -0.3～VCC+0.3 V 

逻辑输入电压（HIN，LIN，ITRIP，EN） VIN VSS -0.3～ VSS +6.2 V 
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参     数 符号 参 数 范 围 单 位 

RCIN 输入电压 VRCIN VSS-0.3～VCC+0.3 V 

FAULT输出电压 VFAULT VSS-0.3～VCC+0.3 V 

偏移电压压摆率范围 dV/dt ≤50 V/ns 

功率耗散@TA≤25°C PD ≤1.6 W 

热阻(结对环境) RthJA ≤78 °C/W 

结温范围 Tj ≤150※ °C 

储存温度范围 Tstg -55～150 °C 

推荐工作条件（所有电压均以 COM 为参考点。） 

参       数 符 号 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位  

高侧浮动绝对电压 VB  VS1,2,3+10 -- VS1,2,3+20 V 

高侧浮动偏移电压 VS  -5 -- 600 V 

高侧输出电压 VHO  VS1,2,3 -- VB1,2,3 V 

低侧供电电压 VCC  10 -- 20 V 

逻辑地 VSS  -5 -- 5  

低侧输出电压 VLO  0 -- VCC V 

逻辑输入电压 

（HIN，LIN，ITRIP，EN） 
VIN  VSS -- VSS +5 V 

RCIN 输入电压 VRCIN  VSS -- VCC V 

FAULT输出电压 VFAULT  VSS -- VCC V 

环境温度 TA  -40 -- 125 °C 

注：所有输入管脚（HIN，LIN，ITRIP，EN）均内置 6.2V 钳位二极管。 

电气参数（除非特别注明，否则 Tamb =25°C，VCC=VBS1,2,3=15V，VSS=0V） 

参       数 符 号 测 试 条 件 最小值 典型值
*
 最大值 单位  

高电平输入电压 VIH  2.5 -- -- V 

低电平输入电压 VIL  -- -- 0.8 V 

EN 开启电压 VEN,TH+  -- -- 2.5 V 

EN 关断电压 VEN,TH-  0.8 -- -- V 

ITRIP 过流保护检测电压 VIT,TH+  0.37 0.46 0.55 V 

ITRIP 过流保护迟滞电压 VIT,HYS  -- 0.07 -- V 

RCIN 端检测电压 VRCIN,TH+  -- 8 -- V 

RCIN 端迟滞电压 VRCIN,HYS+  -- 3 -- V 

VCC/VBS欠压保护复位电压 
VCCUV+ 

VBSUV+ 
 7.8 8.8 9.8 V 

VCC/VBS欠压保护检测电压 
VCCUV- 

VBSUV- 
 7.2 8.2 9.2 V 

VCC/VBS欠压保护迟滞电压 
VCCUVH 

VBSUVH 
 0.3 0.6 -- V 
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参       数 符 号 测 试 条 件 最小值 典型值
*
 最大值 单位  

浮动电源漏电流 ILK VB1,2,3=VS1,2,3=600V -- -- 50.0 μA 

VBS静态电流 IQBS VIN=0V 或 5V -- 30 60 μA 

VCC 静态电流 IQCC VIN =0V 或 5V -- 1.6 2.3 mA 

输入钳位电压 

（HIN，LIN，EN，ITRIP） 
VIN，CLAMP IIN=100μA 5.9 6.2 6.5 V 

LIN高电平输入偏置电流 ILIN+ VLIN=5V -- 200 300 μA 

LIN低电平输入偏置电流 ILIN- VLIN=0V -- 100 220 μA 

HIN高电平输入偏置电流 IHIN+ VHIN=5V -- 200 300 μA 

HIN低电平输入偏置电流 IHIN- VHIN=0V -- 100 220 μA 

ITRIP 高电平输入偏置电流 IITRIP+ VITRIP=5V -- 5 10 μA 

ITRIP 低电平输入偏置电流 IITRIP- VITRIP=0V -- 0 1 μA 

EN 高电平输入偏置电流 IEN+ VEN=5V -- 5 10 μA 

EN 低电平输入偏置电流 IEN- VEN=0V -- 0 1 μA 

RCIN 低电平输入偏置电流 IRCIN VRCIN=0V 或 15V -- 0 1 μA 

高电平输出电压 VOH IO=20mA 13.7 14.3 -- V 

低电平输出电压 VOL IO=20mA -- 0.3 0.5 V 

高电平输出，短路脉冲电流 IOH VO=15V，VIN=0V，PW≤10μs 0.15 0.22 -- A 

低电平输出，短路脉冲电流 IOL VO=0V，VIN=5V，PW≤10μs 0.25 0.35 -- A 

RCIN 低通电阻 RON_RCIN  -- 50 100 Ω 

FAULT低通电阻 RON_FAULT  -- 50 100 Ω 

输出上升沿传输延时 ton CL=1000pF 300 425 550 ns 

输出下降沿传输延时 toff CL=1000pF 250 400 550 ns 

输出上升时间 tr CL=1000pF -- 120 190 ns 

输出下降时间 tf CL=1000pF -- 60 85 ns 

EN 使能关闭延迟时间 tEN VIN,VEN =0V 或 5V 300 450 600 ns 

ITRIP 过流保护传输时间 tITRIP VITRIP=5V 500 750 1000 ns 

ITRIP 前沿消隐时间 tbl VIN=0V 或 5V,VITRIP=5V 100 250 -- ns 

ITRIP 到FAULT传输延迟时间 tFLT VIN=0V 或 5V,VITRIP=5V 300 500 700 ns 

输入滤波时间 tFILIN VIN=0V 或 5V 100 200 -- ns 

RCIN 重置时间 tFLTCLR R1=2MΩ，C2=1nF 1.3 1.75 2 ms 

死区时间 DT VIN=0V 或 5V 220 290 360 ns 

高低侧延时匹配 MT  -- 30 75 ns 

死区时间匹配 MDT  -- 25 70 ns 

输入和输出脉冲宽度匹配 PM PWIN>1us -- 40 75 ns 
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管脚排列图 
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管脚描述 

管脚号 管脚名称 I/O 管   脚   说   明 

1 VCC I 低侧供电电压 

2,3,4 HIN1,2,3  I 高侧输入（负逻辑） 

5,6,7 LIN1,2,3  I 低侧输入（负逻辑） 

8 FAULT  O 出现过流或低侧欠电压闭锁的故障指示，负逻辑 

9 ITRIP I 过流保护输入端 

10 EN I 使能端 

11 RCIN I 外接 RC 元件，确定故障清除延时 

12 VSS I 逻辑地 

13 COM I 低侧栅极驱动公共端 

14,15,16 LO3,2,1 O 低侧输出 

18,22,26 VS3,2,1 I 高侧浮动偏移电压 

19,23,27 HO3,2,1 O 高侧输出 

20,24,28 VB3,2,1 I 高侧浮动绝对电压 

17,21,25 NC  空脚 
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功能描述 

SDH2136 是用作 N 型功率 MOSFET 和 IGBT 等高压、高速功率器件的三相栅极驱动电路，主要包含三个独立的半

桥驱动电路，正常工作输出时，LO 和 HO 分别与输入LIN和HIN的信号保持逻辑反相。 

SDH2136 同时具备欠压（UV）保护功能，当 VCC的电压低于欠压保护检测电压时，三个通道的 LO 和 HO 均输出

低电平，当VBS的电压低于欠压保护检测电压时，HO输出低电平，LO正常响应LIN的信号。该功能防止被驱动的MOSFET

或 IGBT 工作在高电压高电流状态下，有效保护功率器件并避免后续设备在低效率下工作。 

SDH2136 还具备输入噪声滤波功能，防止噪声干扰。 

SDH2136 内置死区时间，防止被驱动的两个功率 MOS 管或 IGBT 因直通而产生大电流烧毁功率器件，有效保护功

率器件。 

SDH2136 集成过流保护功能，并能指示欠压和过流故障状态，同时关断六通道输出。 

SDH2136 集成使能功能，可同时关断六通道输出。 

时间测试标准 

90%

10% 10%

90%

ton tr toff tf

50% 50%

PWin

PWout

LIN1,2,3
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静态逻辑功能表 

VCC VBS ITRIP ENABLE* FAULT
——————

 LO1,2,3 HO1,2,3  

< VCCUV- X X X 0（注 1） 0 0 

15V < VBSUV- 0V 5V 高阻 LIN1,2,3  0 

15V 15V 0V 5V 高阻 LIN1,2,3 （注 2） HIN1,2,3  

15V 15V > VIT,TH+ 5V 0（注 3） 0 0 

15V 15V 0V 0V 高阻 0 0 

注 1：当 VCC> VCCUV+，VCCUV并不会锁定，FAULT   变为高阻。 

注 2：直通保护防止 LO1,2,3 与 HO1,2,3 同时导通。 

注 3：当 ITRIP< VIT,TH+，RCIN 电压大于 8V（@VCC=15V），FAULT变为高阻。 
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逻辑时序图 

1. 输入/输出逻辑时序图 
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输入输出时序图 
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2. 过流保护时序图  
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过流保护时序图 

3. 死区时间时序图 
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死区时间时序图 



士兰微电子  SDH2136 说明书 
 

 

杭州士兰微电子股份有限公司 版本号：0.7 
http: //www.silan.com.cn 共 13 页   第 9 页 

 

4. 欠压锁定（UVLO） 

高端和低端驱动器为每个通道设置了欠压锁定（UVLO）保护电路，能够独立地检测电源电压 VCC和自举电容电压 VBS。

当 VCC的电压低于欠压保护检测电压时，三个通道的 LO 和 HO 均输出低电平，当 VBS的电压低于欠压保护检测电压时，

HO 输出低电平，LO 正常响应 LIN 的信号。该功能防止被驱动的 MOSFET 或 IGBT 工作在高电压高电流状态下，有效保

护功率器件并避免后续设备在低效率下工作。 
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UVLO 波形 

5. 直通保护时序图 
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直通保护时序图 
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6. 使能关断时序图 
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使能关断时序图 

7. 输入噪声滤波时序图 
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典型应用线路图 
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C1：稳定供电电压，可不接；根据电路情况，可选择 0.1μF~1μF。 

R：栅极保护电阻，阻值根据被驱动元件要求而定。 

R1：过流保护清零时间设置电阻，推荐值 2MΩ。 

C2：过流保护清零时间设置电容，推荐值 1nF 电容。 

C3：过流保护滤波电容，推荐值 1nF 电容。 

R2：过流电流设置电阻，根据实际应用而定。 

Dbs：自举二极管；应选择高反向击穿电压（>600V）、恢复时间尽量短的二极管。 

Cbs：自举电容；应选择陶瓷电容或钽电容，最小容值可按以下式子计算： 

ds(L)F

bs(leak)bs(staic)
periodg

VVVcc

]
f

I
f

I
QQ[22

15Cbs
−−

+++⋅⋅
⋅≥  

     其中：Qg为高侧器件的栅极电荷； 

           Qperiod为每个周期中电平转换电路的电荷，约为 5nC； 

           Ibs(staic)为高侧驱动电路的静态电流； 

           Ibs(leak)为自举电容的漏电流； 

           f 为电路工作频率； 

           VCC为自举二极管的充电电压（低压区供电电压）； 

           VF 为自举二极管的正向导通压降； 
           Vds(L)为低侧器件的导通压降。 

注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。 
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封装外形图 

SOP-28-375-1.27 单位：毫米 
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声明： 
 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最

新。 
 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整

机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！ 
 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！ 
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